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 第 2 章では，セラミック膜/金属基板界面の微細構造観察，結合状態分析により，そ
の結合メカニズムを考察している．Cu 基板上に AD 法で Al2O3膜を形成し，Al2O3/Cu
界面を透過型電子顕微鏡，電子線回折，電子エネルギー損失分光法(EELS)などにより
評価している．Al2O3/Cu 界面に反応層はなく，Al2O3膜は Cu 接触面まで α-Al2O3の結
晶構造を維持していることを明らかにしている．また，O-K 吸収端近傍の EELS スペク






 第 3 章では，原料セラミック粒子の製法の違いと成膜効率の関係を評価することに
より，セラミック粒子間の結合メカニズムを考察している．原料 Al2O3 粒子として，
Al(OH)3の焼成により得られる焼成粒子，及び気相を介して粒子成長させる CVD 粒子
の 2 種を用意し，成膜効率を比較している．粒径分布の違いによらず，焼成粒子は CVD
粒子に比べ成膜効率が約 6～ 8 倍高く，膜成長が可能であることを明らかにしている．
また，粒子圧縮破壊試験により，粒子の変形に要するエネルギー(粒子変形エネルギー)




















与える影響を詳細に評価している．SIMS により含有 H 量を比較した結果，AD 法で形
成した Al2O3膜の含有 H 量は Al2O3焼結体の含有 H 量より 2 桁多いこと，及び成膜中
の基板加熱により Al2O3膜の含有 H 量が減少することを明らかにしている．また，成
膜中の基板加熱により Al2O3膜の体積抵抗率が増加することから，Al2O3膜には不純物
として H2O が混入していることを見出している．TDS により原料 Al2O3粒子表面には



































１． AD 法で形成した Al2O3膜と Cu 基板界面に反応層はなく，Al2O3膜は Cu 接触面
まで α-Al2O3の結晶構造を維持していることを明らかにしている．Al2O3/Cu 界










３． 約 80 ºC の基板加熱で，セラミック粒子間の結合が促進され，成膜効率が約 2
倍に増加することを明らかにしている．AD 法では，原料粒子表面に残存した
H2O が膜に混入し，成膜効率を低下させ得ると結論している．一連の結果より，
基板衝突時の粒子変形に伴い形成される活性面は，膜に混入した H2O により不
活性化されると推定している．  
 
以上，本論文は AD 法によるセラミック成膜メカニズムについて重要な知見をまとめ
たものであり，学術上，実際上寄与するところが少なくない．よって，本論文は博士（工
学）の学位論文として価値あるものと認める．また，平成２７年８月２１日に論文内容
とそれに関連した事項について試問を行い，申請者が博士後期課程学位取得基準を満た
していることを確認し，合格と認めた．  
 
 
 
